Elektronik 2019 — EITA35

NMOSFET - forstarkare

* Gemensam Source

e Gemensam Drain

e Differentiell forstarkare

* Operationsforstarkare

Kompendium (med 6vningar) om
transistorer & kretsar pa hemsidan!
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Lab 3,4,5

Laboration 3!
* Forberedelseuppgift och dugga
* |ngen rapport

Laboration 4 — presentation nasta vecka!
Demonstrera krets och ppt-presentation (ta med dator/USB)
* Hjalp med miniprojektet - handledare finns tillgangliga i labben pa foljande tider:
 To5/12: 15-17 (Adam, Fredrik, Markus, Anton)
* Man 9/12: 8.15-10 (Adam, Fredrik Markus, Anton)

Laboration 5 — Sista veckan innan jul
* Forberedelseuppgift och dugga
* Ingen rapport
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MOSFET — Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

Oxid - Isolator

Metall-Isolator-Halvledare

Positiv spanning mellan gate och source inducerar kanal. Vi >V;

Positiv spanning mellan drain och source ger upphov till en strém i
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ips = Ksqt(vgs — v7)
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Figure 2. Transfer Characteristics
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lgs = K(vgs — vt)z

Den kvadratiska ekvationen finns i alla
standardlarobocker
Noggrann for (stora) (40 ar gamla) MOSFETs
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Kretsanalys med nMOS

1

R . =
K (vgs — V7o)

Linjara omradet T

Mattnadsomradet — spanningsstyrd stromkalla!  Vgs > (Vgs - UTO) Vgs > (Vro)

Integrerad transistor - nm e

Diskret transistor - um

. _ . 2
las = sat(vgs UT) lgs = Kdiff(vgs — UT)

ids = sat(vgs _ vT)(l + Avds) ids = Kdiff(vgs — UT)Z(l + /st)

(‘Gissa’ strypt, linjar eller) mattnadsomradet
Ersatt transistor med ekvivalent kretsmodell ias = Ksar(Vgs — V10)
L6s med nodanalys, Thevenin etc..

Kontrollera operationsomradet v, > (vgs — vTO),ng > Vo

W E
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pMOSFET

PMOSFET Drain . vp =—3V
Komplimentar till NMOSFET vg = —2V
Gate —E —E isa = —ldgs = —Kpsar(Vgs — vr)
¢« V<OV
* V<0V Source vg = 0V
* |igs| ©kar da vy blir mer Ex: (v; = —0.5V)
negativ (minskar!) Vys = Vg — Vs = =3V

Vgs = —2V
Da vds<0V ar ju ocksa ids<OA. Mittnadsomrade:

Vgs = =3V < vy — Vpg = —2.5V

Strypd mod: vyg > Vry
Linjara omradet: vy < Vipg, Vgs > Vg5 — Vo
Mattnadsomradet: vy < Vg, Vgs < Vgs — Vo iy = sat(Vgs — V)
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MOSFET

Vad blir v och vy?

5V

+] !
|

Nano.participoll.com
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A Vg = =5V, Vpg = OV
B. Vgg =5V, Vps = OV
C Veg=0V,Vpg =0V
D. Vgg =5V, Vps =5V
E. ??

18%
©)
H
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Gemensam source / Gemensam Drain

+Vdd
Z I
T2
R1 TVin o |E
§ R=RL
— +VO
—
+v. +v
Vin T1 0 R2
|E § F=RL
. V, = Vi, — 7V
Vo = Vda — KsatRL (vin - vt) 0 in t
_ 1
Ro =Ry R, = %

Ger spanningsforstarkning Spanningsforstarkning 1:1
HOg utresistans Lag utresistans

2019-12-02 Foreldsning 5, Elektronik 2019



Differentialsteg

iy a
RS RE
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Antar T1 och T1 mattade iz = K(vgs — vt)

Ry i
Vg =~ KR,vp + (vdd — S) (Vp= Vp, vy = —Vp)

2
Ry i,
Vg = (Vdd — _>

5 (vpz Vems Un = Vem)

Forstarker bara differentiella signaler!

(Kvadratisk overforingsfuktion ger mer komplicerade uttryck
— men fortfarande bara differentiell forstarkning!)

Ls

Om v, =v =0ar v, negativ! Vg = —Ur — T

Forelasning 5, Elektronik 2019



Stromkalla

R,
v, =, ————7VD
9 R, +R, ™

Is = Ksat(vg — Vs — Vr)

Sa lange transistorn ar mattad:

vdd—vl—vg>vt

v, — spanningsfall dver delkrets
dar strdmmen i, passerar.
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Valdigt Enkel op-amp - implementering
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Analogelektroniken — hur gor vi en
op:amp mycket battre...
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Battre op-amp - implementering
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Riktig op-amp - implementering
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Nasta vecka

Jag ar i San Fransisco

Forelasning om Digital Elektronik
av Johannes Svensson

Information om projekten!
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MOSFET

Transistorn har V=2V
Vad blir strémmen iy ?

I/ A igs=K(5-2)

as B iz =K(R2-05)

V. =5V |+ |E Cids=0

gs~ T D. Kan ej bestammas da v
okand.
= E. ?7
Nano.participoll.com
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